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１．概要（Summary） 

シリコン光共振器のバイオセンサー応用においては、

その共振器表面に吸着した物質による共振波長変化を

検出することにより、高感度なセンシングが可能である。し

かし現状では、共振波長の測定のために外部光学機器

が必要で、リング共振器自体は小型だが、測定系全体は

大型になってしまっている。そこで、光共振器と共に受光

素子や信号増幅回路を集積化して、光バイオセンサーの

さらなる小型化を目指している。本研究では半導体微細

加工やシリコン基板上に光学素子を作製するシリコンフォ

ントクス技術を用いてこれらの集積化を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

【実験方法】 

シリコン窒化膜光導波路とシリコンフォトダイオードを集

積化した受光素子、光電流増幅用の CMOS オペアンプ

をシリコン基板上にマスクレス露光装置等を用いて作製し

た。導波路は幅 10 m、フォトダイオードの面積は 320 

m2に設計した。CMOS回路の最小加工サイズは 5 m

でAlゲートを用いた。導波路端面に波長 513 nmのレー

ザ光を入射させて、得られる電気信号を CMOS アンプで

増幅し出力電圧を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

受光素子と CMOSオペアンプの非反転接続図を Fig. 

1 に示す。ここで、電源電圧は Vin=+2.1 V, VDD=+7 V, 

VSS=-7 V とした。光入力と出力電圧の関係を Fig. 2に示

す。光入力0.5 Wの時の受光素子の光誘起電流は166  

nA、CMOSアンプの出力電圧変化量は 0.17 Vと実用的

な値が得られた。 
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Fig. 1 Circuit diagram for optical measurement. 

 

 

Fig. 2 Input optical power dependence of output 

voltage. 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 
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